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Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Marx” Erfurt ' 

s . } 

Der Schaltkreis U 2316 D ist ein maskenprogrammierter Festwertspeicher (ROlM) in n-Kanal- 
Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherkapazität von 16384 bit, Der Zugriff erfolgt 
wahlfrei in der Organisation 2048 x 8 bit. Der RON-Schlltkruin ist in einem 24poligen 
DII-Plastgehäuse untergehrunhl . 
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31£1d 1: Angchlußbelegung und Schaltungskurzzeichen



Bezeichnung der Anschlüsse 

AO s.s A 10 Adreßleitungen : ÖE Datenausgang-Freigabe 

DO m. D7 Datenleitungen  CE, CS Chipaktivierungsein- 
. gänge * 

Eurzcharakteristik U 2316 D 

= Maskehprogramierter Putunrtlpo:l.olior (m) mit einer Speicherka- 

pazität von 16384 bit in der Drgm:;.cutionn:l'o:.-n 2048 x 8 bit. 

- Im Ruhezustand (standby) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 %, die 
Ausgänge sind hochohmig. 

= Zur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise zu - 

größeren Speicherkomplexen ist ein programnierbarer CS-Eingang vor- 

gesehen. 

= Die Bestellung des Bitmusters hat nach dem m-larkstnudnrd 

FS 457.21 zu erfolgen. 
\ 

Funktionsbeschreibung i 

Der Schaltkreis U 2316 D ist ein maskenprogramierter Festwertspei- 

cher (ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherka- : 

pazität vonm 16384 bit. 

Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 2048 x 8 bit. 

Zur Auswahl des geforderten Datenbyte stehen 11 Adreßeingänge 

(A O ... A 10) zur Vértü_guns. Die Aktivierung des Schaltkreises er- 

folgt mit dem Eingang CE. Im Ruhezustand (standby), CE = Um) sinkt 

die Stromaufnahme auf ca. 30 % des im ausgewählten Zustand erforder- 

lichen Wertes und die Ausgänge sind hocohohmig. Bei CE = U:l'.‘[. wird das 

Chip aktiviert. 

Zur Steuerung des Zustandes der Ausgänge ist weiterhin der Eingang OE 

vorhanden. Bei aktivierten Chips werden mit OE = UII. die Ausgänge . 

freigegeben. . 

Zur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise.zu 

Erößeren‘ Spe:l.chnrkgmple:oin ist ein programmierbarer CS-Eingang vor- 

gesehen, Der Anwender kanmn vorgeben, bei welcher Belegung von CS 

(0,1 oder x ) die fl.uug‘lngo aktiviert werden und somit direkt an die- 

sen Eingeng die höherwertigen Adreßleitungen &nschließen. x bedeutet, 
daß der Chip bei beliebiger Belegung des CS-Eingenges mit H- oder 

L-Pegel immer aktiviert ist.
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Falls sich der Schaltkreis durch entsprechende Beschaltung von CS 

nicht im aktivierten Zustand befindet, sind die Ausgänge hochohmig. 

Dabei wird kein Ruhezustend eingenommen (im Gegensatz zum Eingang 

m- ‘ 

Die Eingänge des U 2316 D sind mit integrierten Gateschutzelementen 
versehen. Ausgangsseitig ist der:Schaltkreis. in der Lage, zwei TIL- 

Lasten oder 8 LS-ITL-Lasten zu treiben. Die Bestellung eines Bit- 
musters. hat nach dem MME-Werkstandard zu erfolgen. Das jeweilige 

Bitmuster wird durch eine dreistellige. Kennzahl angegeben, die der 

Typbezeichnung angefügt ist. Sie wird ebenfalls auf dem Gehäuse auf- 

gestempelt..Die Festlegung der Bitmusterkennzahl erfolgt durch den 

VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb -, Bei der 

Schaltkreisbestellung ist die Kennzahl mit anzugeben, 

Grenzwerte 
(Spannungen auf Ugs = 0V bezogen) 

Kemnnwert Kurz- . min. MAX. Einheit 
zeichen } 

. Betriebsspannung U°c -0,5 7 v 

Eingangsspannung UI -0,5 7 

Gesamtverlust- Preot 1 'W * 
leistung E . 

Lagertemperatur 4!„ & =55 125 %c 

Lastkapazität OL Ü 5 nFP 

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und 
beinhaltet keine Verbindlichkeiten zur Produktion. Die gü1täs Ver- 
tragsunterlage beimr Bezug der Bauelemente ist der TIypst . 
Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. 

Änderungen  im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. . 

Die Behandlungsvorschriften für MOS-Bauelemente sind unbedingt ein- 
:u.hß!l.ten. da andernfalls eine Reklamation nicht anerkannt werden 
ann. *
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Adressen 

z —C 
Bild 27 Impulsdiagremm 

34.1d 3: Gehäusesabmessungen 

Herausgeber: 
veb appikationazeantrum siaktroni'k barn 
kr va baa rebslrsant; rrlr irla O . 

DOR- 1036 Berlin, Mainzer Straße 26 
Telelon: 58005 21, Telax: O1 2981 O11 3055 


